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論    文    の    要    旨 
本審査対象論文は、抵抗変化型メモリの長期信頼性に関する問題について、従来のMOSFETにおけ
る SiO2ゲート酸化膜の劣化、破壊現象に関する知見を加えて詳細な解析を試みたものである。 
第 1章では抵抗変化型メモリの現状および AI分野へ応用の可能性が述べられている。 
第 2章で STT-MRAMの基本特性が示されており、特に長期使用時におけるMgO トンネルバリア層の
抵抗ドリフト現象に焦点が当てられ、実用に向けての大きな課題である旨が示されている。 




破壊が MgO 膜中にランダムに生成される導電性欠陥によって引き起こされるとする Trap Assisted 
Leakage(TAL)モデルと、MgO/下地界面から生成される導電性フィラメントの成長によって引きここされる








て高抵抗化することを見出している。フィラメントが破断した領域を Rupture ball と名付けており、この大き































 令和 2 年 2 月 17 に、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を
有するものと認める。 
 
